EE941 – Tecnologia Eletrônica I

Fabricação e Caracterização de Dispositivos MOS

2o Semestre de 2003

Planejamento das Aulas

Aula #
Data
Atividades

1
05/08
Descrição de processo MOS – CCS

Medidas de espessura, tipo e resistividade

Marcar as lâminas. Visita ao CCS

2
12/08
Modelo de oxidação e descrição de fotogravação.

Limpeza de lâminas, oxidação, medida de espessura do óxido.

3
19/08


Revisão de teoria MOS

Fotogravação de fonte/dreno + etching

Medidas de chip didático

4
26/08
Teoria de difusão e implantação de íons

Implantação de Fonte/Dreno + costas

Medida de chip didático

5
02/09
Apresentação de Simulação de Processos, Dispositivos

Recozimento e oxidação de Fonte/Dreno

Medida de chip didático

6
09/09
Teoria de Vácuo e de Etching

Medidas de tox, XJ, e RS em caco teste.

Simulações SUPREM e PISCES

7
16/09
Fotogravação de canal e contatos e etching

Simulações SUPREM e PISCES

Medidas de chip Didático

8
23/09
Teoria de cargas no sistema SiO2/Si

Limpeza e oxidação de porta

Visita ao LPD

9
30/09
Teoria de CVD

Fotogravação de contatos e etching 

Medidas de tox, XJ, e RS em caco teste

10
07/10
Teoria de metalização.

Evaporação de Al

Fotogravação de Al

11
14/10
Evolução de Microeletrônica

Evaporação de Al nas costas

Recozimento de sinterização de contatos.

12
21/10
Introdução a microssistemas

Medidas de dispositivos fabricados

13
28/10
Medidas de dispositivos fabricados

14
04/11
Medidas de dispositivos fabricados

15
11/11
Entrega e avaliação dos relatórios

Avaliação: lista de presença, participação e avaliação de relatório individual.

